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深圳证券交易所： 

成都超纯应用材料股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“超纯

股份”）收到贵所于 2026 年 4 月 21 日下发的《关于成都超纯应用材料股份有限

公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的审核中心意见落实函》（审核函

〔2026〕010048 号）（以下简称“落实函”），公司已会同华泰联合证券有限

责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人”）、北京市海问律师事务所

（以下简称“律师”、“发行人律师”）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）

（以下简称“会计师”、“申报会计师”）进行了认真核查和落实，并按照落实

函的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，现提交贵所，请予以审核。 

除非文义另有所指，本落实函回复中的简称与《成都超纯应用材料股份有限

公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）》（以下简称“招

股说明书”）中的释义具有相同涵义。 

本落实函回复的字体说明如下： 

落实函所列问题 黑体 

对落实函所列问题的回复 宋体 

对招股说明书的补充披露、修改 楷体、加粗 

本落实函回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，

均因计算过程中的四舍五入所形成。 
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问题 1.关于未来业绩增长空间 

1.关于未来业绩增长空间 

申报材料及审核问询回复显示：全球刻蚀设备中 ICP 与 CCP 刻蚀设备占比均

约为 45%。报告期内，发行人来自成熟制程的收入占比高于先进制程。 

请发行人披露： 

（1）结合 ICP、CCP 等刻蚀设备特性、应用场景差异、不同设备技术要求等，

分析发行人介质窗、内衬等主要产品均应用于 ICP 刻蚀设备的原因，配套供应

CCP 刻蚀设备零部件是否存在技术障碍。 

（2）结合前述情况，进一步完善招股说明书中先进制程迭代，新产品认证、

新应用领域拓展，客户集中度相关的风险提示。 

请保荐人简要概括核查过程，并发表明确核查意见。 

回复如下： 

一、发行人披露 

（一）结合 ICP、CCP 等刻蚀设备特性、应用场景差异、不同设备技术要

求等，分析发行人介质窗、内衬等主要产品均应用于 ICP 刻蚀设备的原因，配

套供应 CCP 刻蚀设备零部件是否存在技术障碍 

1、结合 ICP、CCP 等刻蚀设备特性、应用场景差异、不同设备技术要求等，

分析发行人介质窗、内衬等主要产品均应用于 ICP 刻蚀设备的原因 

发行人主要产品中，介质窗、内衬、喷嘴主要用于 ICP 刻蚀设备，喷淋头主

要用于 CCP 刻蚀设备的主要原因为： 

（1）设备特性导致 ICP 设备对特殊涂层零部件的性能要求更高，更倾向于

PVD、HDPS 等高性能的特殊涂层工艺 

ICP 和 CCP 刻蚀设备特性、应用场景差异、不同设备技术要求、反应腔示

意图等对比如下： 
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项目 ICP 刻蚀设备 CCP 刻蚀设备 

设备特性 

通过介质窗上部的螺旋线圈施加射频电

流，产生交变磁场，进而在腔室内感应出

涡旋电场，使气体电离形成高密度等离子

体。 

在平行板电极间施加射频电场，电子在电

极板间高频振荡碰撞气体分子，形成等离

子体。主要为电极板之间垂直方向的等离

子体轰击。 

应用场景 

1、硅、金属刻蚀 

2、化合物半导体器件制造（GaN、SiC 功

率器件） 

3、MEMS 微结构加工 

4、先进逻辑器件中的多重图案化工艺 

1、介质刻蚀 

2、金属互连中周围介质刻蚀 

3、浅沟槽隔离（STI）工艺 

4、平板显示制造中的阵列刻蚀 

技术

要求 

等离子体密度 高（10
11

~10
12

/cm
3） 中（10

9
~10

10
/cm

3） 

等离子体控制

自由度 

与 CCP 不同，ICP 系统的等离子体生成与

离子加速由两个独立的射频源控制，等离

子体/离子能量独立控制 

耦合控制 

反应腔示意图 

  

注：公开资料整理 

根据不同设备的技术原理，ICP 设备通过在介质窗上方的螺旋线圈施加射频

功率，利用感应产生的涡旋电场电离工艺气体，从而生成等离子体密度极高

（10
11～10

12
/cm³）的等离子体。这种高密度等离子体与可独立控制的离子能量

相结合，赋予了 ICP 设备相对较高的刻蚀速率和工艺灵活性。这种高能等离子体

环境使得反应腔内部的工作环境严苛。CCP 设备通过平行板电极间的电场产生

等离子体，其等离子体密度（10
9～10

10
 /cm³）通常比 ICP 低 1-2 个数量级，等

离子体在电场作用下，沿着垂直于晶圆表面的方向运动，且等离子体与离子能量

耦合控制，反应腔内的整体工艺环境相对温和。 

在 ICP 设备反应腔内部的高密度等离子体、较高刻蚀速率工作环境下，介质

窗、内衬、喷嘴等关键零部件表面涂层须采用高性能的 PVD、HDPS 等特殊涂层

工艺，否则无法保障工艺的稳定性和芯片良率。在 CCP 设备反应腔内部，因其

等离子体在上下电极的作用下主要沿着垂直方向运动，对反应腔内的侧面零部件

的等离子刻蚀、化学腐蚀作用相对更小，通常在关键零部件喷淋头应用高性能的
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PVD、HDPS 等特殊涂层工艺，侧面的内衬对涂层性能的要求较 ICP 设备的内衬

有所降低，通常无需涂层，选用硅件来满足。由于成本相对较低，这类硅零部件

可保持较高的更换频率，来弥补在 CCP 设备反应腔内使用带来的损耗。 

（2）ICP 与 CCP 刻蚀设备内部构造差异，介质窗和喷嘴是 ICP 设备的专

属零部件，喷淋头是 CCP 设备的专属零部件 

喷淋头主要用于 CCP 刻蚀设备，喷淋头作为气体分配器和射频上电极的一

部分，通过其表面上千个微小气孔将刻蚀气体以精确的流速和角度均匀地喷洒到

晶圆表面上，有助于控制刻蚀的速率、方向和均匀性。 

在 ICP 刻蚀设备中，该功能由介质窗及喷嘴替代，ICP 线圈通过射频电源发

出的射频（RF）能量通过介质窗传递到反应腔中，激发气体并产生等离子体，

喷嘴负责将气体输送到反应腔内部并形成均匀的气体层流，以便在施加射频能量

时形成高密度的等离子体，通过精确控制气体的流量和压力，影响离子密度、能

量分布以及刻蚀速率。 

2、发行人配套供应 CCP 刻蚀设备特殊涂层零部件不存在技术障碍 

发行人目前已经配套供应 CCP 刻蚀设备特殊涂层零部件，发行人主要产品

喷淋头是专门供应 CCP 设备的特殊涂层零部件。因此，发行人配套供应 CCP 刻

蚀设备特殊涂层零部件不存在技术障碍。 

（二）结合前述情况，进一步完善招股说明书中先进制程迭代，新产品认

证、新应用领域拓展，客户集中度相关的风险提示。 

发行人在招股说明书“特别风险提示”和“第三节 风险因素”中进一步完

善先进制程迭代，新产品认证、新应用领域拓展，国产替代加速和行业竞争加剧，

客户集中度相关的风险提示，修改情况如下： 

“1、技术研发无法满足先进制程迭代的风险 

随着国内半导体先进制程工艺微缩化迭代，半导体设备反应腔室内部面临愈

发严苛的工艺制备环境，高密度等离子体、极端温度波动及高频离子轰击对反应

腔内零部件的抗侵蚀性能和稳定性提出指数级增长的技术要求。公司应用自主研

发的多项特殊涂层工艺，实现等离子体耐受性、超低颗粒和微量元素污染控制等
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关键性能突破。 

随着制程不断迭代，半导体设备及零部件厂商必须紧跟晶圆制造厂商等下游

厂商的需求而不断提高工艺水平以及产品性能，随之对公司的研发能力、工艺水

平不断提出更高要求。对于同一代工艺制程，半导体设备企业也会不断升级优化

从而提升良率，公司必须及时研发相匹配的零部件产品以应对下游厂商不断提升

的技术要求。 

报告期内，公司半导体特殊涂层零部件中来自成熟制程的收入占比分别为

77.76%、74.70%、74.30%、占比相对较高。公司下游客户不断加大在先进制程

领域的投入，若产品研发不能及时满足先进工艺制程及先进技术路线演进的需

求，或无法实现关键技术突破导致产品性能无法达到客户先进制程产品的预期

要求，公司的行业地位和未来经营业绩将受到不利影响。” 

“3、国产化替代进程加速、行业竞争加剧的风险 

由于行业壁垒高、国内起步较晚，全球半导体零部件供应链依然由日本、韩

国、欧美等海外企业占据绝对主导地位，而国内半导体零部件整体国产化率较低，

特别是高端领域国产替代需求极为迫切。随着国外对中国半导体产业的技术封锁

持续加码，围绕半导体产业开展的地缘政治竞争日趋激烈，国内半导体设备厂商

加快国产化进程，与具备技术实力的零部件厂商开展验证和量产，设备零部件国

产化率正在稳步提高。在下游市场需求带动和国家产业政策的推动下，越来越多

的国内厂商开始参与半导体设备零部件、核心材料技术研发和业务拓展。根据华

泰证券研究所数据，2025 年国内半导体设备国产化率预计为 23%。2026 年国内

半导体设备国产化率预计提升至 29%。 

如若未来行业进入者增加，市场竞争加剧，或公司未来无法持续提升技术实

力、产品性能或产品供给能力去有效应对日趋激烈的市场竞争，将导致公司产品

的竞争力或产品价格下降，从而对公司的盈利能力产生不利影响。” 

“4、客户集中度较高的风险 

报告期内，公司向前五大客户的销售收入合计分别为 14,566.62 万元、

22,140.01 万元、44,440.88 万元，占同期营业收入的比例分别为 86.17%、86.19%、

89.65%，主要因为半导体产业技术门槛高、研发周期长、投资额较大，行业特性
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导致下游单个设备企业与晶圆制造企业规模较大且集中度较高。客户 A、客户 B

作为行业龙头企业，市场份额较高，报告期内公司向客户 A、客户 B 销售占比合

计分别为 46.41%、69.74%、64.79%，客户较为集中。 

若客户 A、客户 B 等主要客户经营状况发生较大不利变化，或公司无法维护

与现有主要客户的稳定合作关系，持续获取订单并转化为收入，亦或是由于行业

景气度下降，公司主要客户需求减少同时公司无法有效开拓新客户资源，则将对

公司的经营业绩的可持续性产生不利影响。” 

“5、新产品验证或新应用领域拓展不达预期的风险 

报告期内，公司的产品主要包括半导体设备特殊涂层零部件、精密光学器件

和特种材料，其中半导体设备特殊涂层零部件收入占报告期各期营业收入九成以

上。未来，公司将进一步在键合、外延、离子注入、氧化扩散、清洗、先进封装

等领域陆续进行产品验证、市场开拓，并持续拓展国防军工、航空航天、核工业

等前沿战略领域。 

公司成为客户的合格供应商，一般需要完成质量体系认证、特种工艺制程认

证、首件试制等环节，方可具备为客户大批量生产的资格，认证周期较长。如若

公司新产品开发或首件认证不达预期或不具备竞争优势，或公司无法突破现有

产品应用领域，未能在新的产品应用领域实现有效拓展并实现规模化收入，将

对盈利能力与可持续增长空间产生不利影响。” 

二、中介机构核查程序及意见 

（一）核查程序 

保荐人履行了以下核查程序： 

1、查阅半导体设备行业报告，查阅下游客户公司官网，询问发行人管理层，

了解发行人主要产品应用于 ICP 刻蚀设备的原因，配套供应 CCP 刻蚀设备零部

件是否存在技术障碍。 

2、核查招股说明书，了解发行人对风险因素的修改情况。 

（二）核查意见 

经核查，保荐人认为： 
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1、发行人主要产品中，介质窗、内衬、喷嘴主要用于 ICP 刻蚀设备，喷淋

头主要用于 CCP 刻蚀设备的主要原因为设备特点、刻蚀设备内部构造差异等。

发行人配套供应 CCP 刻蚀设备零部件不存在技术障碍。 

2、发行人已进一步完善招股说明书中先进制程迭代，新产品认证、新应用

领域拓展，客户集中度相关的风险提示。 
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（本页无正文，为《关于成都超纯应用材料股份有限公司首次公开发行股票并在

创业板上市的审核中心意见落实函的回复》之签章页） 

 

 

 

 

成都超纯应用材料股份有限公司 

 

年     月     日 
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发行人董事长声明 

本人已认真阅读成都超纯应用材料股份有限公司本次落实函回复的全部内

容，确认回复的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。 

 

 

 

发行人董事长：  
    

  
柴 杰    

 

成都超纯应用材料股份有限公司 

 

年     月     日 
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（本页无正文，为《关于成都超纯应用材料股份有限公司首次公开发行股票并在

创业板上市的审核中心意见落实函的回复》之签章页） 

 

 

保荐代表人：  
    

  
袁琳翕   张冠峰 

 

 

 

 

华泰联合证券有限责任公司 
 

年     月     日 

 



成都超纯应用材料股份有限公司  审核中心意见落实函的回复 

1-12 

保荐机构法定代表人声明 

本人已认真阅读成都超纯应用材料股份有限公司本次落实函回复的全部内

容，了解落实函回复涉及问题的核查过程、本公司的内核和风险控制流程，确认

本公司按照勤勉尽责原则履行核查程序，落实函回复不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对上述文件的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法

律责任。 

 

 

保荐机构法定代表人：  
    

  
江禹    

 

 

 

 

华泰联合证券有限责任公司 
 

年     月     日 
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